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摘 要

本實驗中採用磁控射頻濺鍍法沉積氮氧化鋅磊晶薄膜在矽、聚亞醯胺、玻璃等基板上。在第一階段的實驗中將工作壓力固

定在40 mtorr，射頻輸出功率為100 W，分別控制氮氣百分比為(0 %、0.5 %、25 %、37.5 %、50 %、100 %)，製備氮氧化

鋅(ZnO:N)薄膜，透過粉末X光繞射分析儀掃描發現沉積於矽、聚亞醯胺上的樣品。在氮摻雜量為15 mtorr (37.5 %)，玻璃

基板上摻氮氣氛為10 mtorr(25 %)時，氮氧化鋅薄膜成長較佳。透過拉曼光譜儀分析可以得到局域振動峰值272、575 cm-1

，證明氮已經摻入氧化鋅的薄膜中。透過霍爾量測系統量測薄膜之電阻率、載子濃度及載子遷移率等特性，探討在不同基

板上改變摻氮濃度成長氮氧化鋅薄膜所呈現的性質。 在第二階段的實驗中，將工作壓力固定在40 mtorr，氮氣分壓為15

mtorr，射頻輸出功率為100 W，改變基板溫度(200 ?aC、300 ?aC)下，探討在不同基板上改變基板溫度成長氮氧化鋅薄膜所

呈現的性質，並透過拉曼光譜儀探討氮摻入氧化鋅晶體中的影響，在本研究中我們成功製備出低電阻率p-type 氮氧化鋅薄

膜。

關鍵詞 : X光繞射分析、拉曼光譜、霍爾量測、局域振動膜態
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